BLW75: Transistore per ripetitori e
trasmettitori TV in banda lil - VHF

Dopo il transistore BLX 98 adatto come amplificatore per ripetitori e trasmettitori TV
operanti nelle bande IV/V-UHF, presentiamo per un analogo impiego il transistore BLW 75,
lavorante nella banda 1ll VHF-TV. Di questo nuovo transistore presentiamo sommariamente
i dati tecnici piu salienti nonché un esempio d'impiego.

Abbiamo descritto in un precedente articolo un
esempio tipico di impiego del transistore BLX98 come
preamplificatore per trasmettitori e ripetitori per la
banda IV/V UHF TV. In questo articolo ci occupe-
remo di un transistore analogo, questa volta pero ope-
rante nella banda III VHF TV. Si tratta del nuovo
transistore planare epitassiale N-P-N al silicio BLW75,
presentato in un contenitore con terminali a strip-line
e cappuccio in ceramica. Tutti i terminali sono iso-
lati dalla vite di fissaggo centrale (stud). Come per il
tipo BLX98 cosi anche per il BLW75, le ottime carat-
teristiche per cio che riguarda la dissipazione in cor-
rente continua sono state ottenute mediante resistori
« ballasting » interni e metallizzazione in oro.

Qui di seguito descriveremo un tipico impiego di
questo transistore in un preamplificatore particolar-
mente adatto per trasmettitori e ripetitori lavoranti
nella banda I1I, VHF, TV. I dati tecnici principali del
transistore BLW75 sono i seguenti:

-~ Tensione base-collettore (e-
mettitore aperto; valore di

picco) Vegom Mmax 60V
- Tensione emettitore-collet-
tore (base aperta) Vo max 32V

— Corrente di collettore (va-
lore medio)

- Dissipazione di potenza in
cc alla T, =70°C P.. max 60 W

I¢(medioy Max  4A

— Resistenza termica dalla
giunzione alla base di mon-

taggio th j mb - 1!9 “C/w
- Frequenza di transizionc
I. =60A; Vo =25V My tipica 800 MHz
10? 72679831
D.C.SOAR Th=70°C
Rth mb-h<0,3 T/W
Ic
(A)
40 uprate for 50 c<T,.< 70°C,
derate for 70°C<Th<100%
z—zW/°C respectively
T 1
P!ol max (dc) I
1
107"
1 10 Veg (V) 10?

Fig. 1 - Andamento della_corrente di collettore in fun-
zione della tensione Vee. E' un grafico SOAR in ec.
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Fig. 3 - Andamento della capacita di collettore in fun-
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Fig. 4 - Impedenzadiingresso (componenti in serfe) in

; Fig. 5 - Impedenza di carico (componenti in parallelo)
funzione della frequenza. (funzionamento in classe A).

in funzione della frequenza. (funzionamento in classe A).
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Fig. 6 - Dimensioni di ingombro del transistore BLW 75. Il contenitore ¢ un SOT-105. Per il fissaggio del transi-
store & preferibile impicgore dado con rondella piatta anziché una rondella grover. Il diametro del foro in cui do-
vra essere inserila ta vile di fissaggio del transistore dovra avere un massimo dianmetro di 5mm. Non dovrano
esserci shavature da una parte e dall'altra del foro. La coppia massima per il fissaggio del dado pud andare da un
minimo di 1,5Nm (15 kg. cm.} ad un massimo di 1,7Nm (17 kg. cm.).
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Fig. 8 - Andamento della modulazione
incrociata e dell'intermodulazione in =
funzione della potenza di picco del dem V)
sincronismo. Per il sistema con cui
sono state ottenute le due curve vedi
testo nota 1) e 2).
0 ~-6S
0 5 10 15 Py ymc (W) 20
- Potenza di uscita alla f,q., 30 R
. power gain versus frequcncy
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T, =80°C; djy = —55dB P e > 140W (dg) LI
Ic=24A; V=25V, Te=2,4A M
T, =70°C; djy = —52dB P, , tipica 195W Veg =25V [
- Guadagno i potenza alla 20
fligeo = 224,25 MHz ' A
Ic=24A; V=25V,
T, =170°C G, > 8,0dB NC
(1) Calcolata con il sistema deﬁa misura a tre frequenze (portante video typ
— 8 dB, portante audio — 7 dB, segnale banda laterale — 16 dB); zero_
dB corrisponde al livello di picco del sincronismo. " -
—
In fig. 1 & riportato 'andamento della corrente di =
collettore in funzione della tensione tra collettore ed )
emettitore V. Si tratta di ‘'una curva SOAR in cc.
(SOAR = Safety Operating ARea). In fig. 2 si pud ve-
dere la curva che da l'andamento del fattore di am-
plificazione in cc (hg;) in funzione della corrente di 5 50 0
collettore I. (in ampere). In fig. 3 abbiamo riportato f (MHz)
la capacita di collettore (Cc).m fupznf)ne c!ella tensione Fig 9 - Guadagno di votenza in funzione della frequenza
collettore-base (Ve); nella fig. 7 infine si pud vedere (funzionamento in classe A).
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Fig 10 - Schema elettrico di un circuito di prova lavorante alla frequenza di 224,25 MHz. (portante video)

Componenti:

TRI = BDI35

TR2 = BDI36

Cl = 220 pF condensatore ceramico a placchetta

C2 =4.. 40 pF trimmer con dielettrico a film

C3 =5.. 60 pF trimmer con dielettrico a film

C4 =C5 = 82pF condensatore chip, sistemato ad 1 mm
dal bordo del transistore

Cé6 =7... 100pF trimimer con dielettrico a filin

Cl =4... 40 pF trimmer con dielettrico a film

C8 = Cl10 = 820 pF condensatore chip

9 = 220 wF condensatore elettrolitico da 10V

Cll = 47 uF condensatore elettrolitico da 40V

Ci2 = 47 uF condensatore elettrolitico da 40V

Ci3 = 100 nF condensatore in poliestere

CH = 33 nF condensatore in poliestere

Ll = 24,7 nH; 1,5 spire in filo di rame smaltato da 0,7
mm. avvolie strettaniente; diamelro in-
ternno = 4,5 mn; terminali 2 X 5 mm.
L2 = 83nH; ricavata dal rame del circuito stampato,
L3 = 07nH; vricavata dal rame del circuito stampato.
L4 = 100nH; 3,5 spire in filo di rame smaltato da 0,7 mm
avvolte strettanmente; diametro interno
) = 55nun; terminali 2 X 5 num.
L5 = 150nuH; 1 spira di filo di rame smaltato da 1,6 mnz;
diametro interno = 4,5nmm; terminali
2 X 8 mm,
L6 =264 nH; 15 spire di filo di rame smaliato da 1,6
mm avvolie strettainente; diametro in-
. terno =51 mm; terminali 2 x 10 mm.

RI = 4,7 Q) resistore a carbone

R2 = 150 resistore a carbone

R3 = 180 QY resistore a carbone da 1W
R4 = 470 Q potenziometro

RS = 4,7 k) resistore a carbone

R6 =  2,7kQ resistore a carbone

R7 =4%x47Q (2W); in parallelo

R8 = 1500 (55W)

RY = 68 &) resistore a carbone da 1W
RI0 = 10 Q) resistore a carbone
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Fig. 11 - Come si presenta la piastrina del circuito stampato sulla quale & stato montato U'amplificatore descritto,
vista dalla parte dei componenti; in basso é riportata la stessa piasirina con indicato solamente il rame che si
trova dalla parte superiore; come spiegaio nel testo, dal lato opposto della piastrina si trova uno strato di rame
che funziona da massa; lo spessore della piastrina ¢ di 1,6 mm ed & costituita da fibra di vetro in resina epossidica.

I'andamento della frequenza di transizione f; (in MHz)
in funzione della corrente di collettore I.; la frequen-
za di transizione comincia a diminuire quando la
corrente supera il valore di 7,5A.

Esempio di impiego del transistore BLW 75
in un preamplificatore per trasmettitori e ripetitori
lavoranti nella banda [l VHF-TV

In fig. 10 & riportato lo schema eclettrico di questo
pre-amplificatore lavorante alla frequenza di 224,25
MHz. La parte superiore dello schcma indica 'ampli;
ficatore vero e proprio mentre la parte in basso, rac-
chiusa in tratto e punto, indica il circuito, (due tran-
sistori) che fornisce la tensione di polarizzazione al
transistore BLW75 in maniera che esso possa lavo-
rare nel punto di lavoro cc stabilito.

Nella tabella 1 abbiamo riportato le prestazioni ca-
ratteristiche di questo circuito di prova.

TAB. 1 - Prestazioni del circuito riportato in fig. 10

dimz) fvidco vCE IC Gp Po syncz> Th Rth mb-h
(dB) |[(MHz)[(V)|(A)]| (dB) | (W) | (°C)|("C/W)
— 5522425125124 | >80} > 140 70 <03
52122425125 124 | > 80tip.19,5] 70 <03

(2) Misurata con il sistema a tre frequenze (portante video — 8 dB, por-
tante audio — 7.dB, segnale della banda laterale — 16 dB); zcro dB cor-
risponde al livello di picco del sincronismo.

In fig. 11 & riportato il circuito stampato di questo

amplificatore visto, in alto, dalla parte dove risultano’

montati i componenti; in basso si pud vedere il rame

della parte dove si trovano i componenti. In questa
piastrina di circuito stampato ovviamente non & pre-
sente il circuito che fornisce la tensione di polarizza-
zione in cc al transistore BLW75.

I1 circuito stampato ha uno spessore di 1,6 mm ed
& costituito da una piastrina di fibra di vetro epossi-
dica metallizzata da entrambi i lati: il rame della par-
te inferiore serve, come al solito, come piastra di
massa del circuito. I collegamenti a questo strato in-
feriore di rame (collegamenti di massa), vengono effet-
tuati mediante rivetti forati.

In fig. 8 € riportato in % l'andamento della modu-
lazione incrociata e della intermodulazione in funzio-
nc della potenza di picco a livello di sincronismo; la
curva in alto € stata misurata con il sistema delle due
frequenze (portante video 0 dB, portante suonoc —7
dB); zero dB corrisponde al livello di picco del sin-
cronismo. La curva in basso & stata misurata con il
sistema delle tre frequenze (portante video — 8 dB,
portante audio — 7 dB, segnale della banda laterale
- 16 dB); anche in questo caso, zero dB corrisponde
al livello di picco del sincronismo.

La fig. 9 da 'andamento del guadagno di potenza
in funzione della frequenza. La fig 4 indica I'andamen-
to dell'impedenza d’ingresso (componenti in serie) in
funzione della frequenza, e vale nel caso in cui il tran-
sistore lavori in classe A. In fig. 5 si pud vedere l'an-
damento dell'impedenza di carico (componenti in pa-
rallelo) in funzione della frequenza; anche in questo
caso, il transistore si suppone che lavori in classe A.
Come appendice riportiamo per comodita di quanti si
occupano di queste applicazioni, una tabella in cui
sono indicati, per le varie bande, le frequenze delle
portanti rispettivamente audio e video dei vari stan-
dard televisivi operanti in Europa.
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TABELLA 1l - Allocazione dei canali nelle bande I, Il e lll VHF e IV /V UHF secoﬁdo i principali standard europei

STANDARD BANDA 1 BANDA i ‘ BANDA il s
VHF 50 - 60 70 80 90 170 180 190 200 210 220 2
— [—— ———] =~
FS-162,25 mmmm F11-175,40 F6-201.45 F8-214.80 F10.227,7
F§ F9
V184,00 V190,30
$17515 § 20145
F7 F11
VTS V20345
. . $182.30 S214.60
- ERANCESE
Norme E ﬂ F8A
V18525
F2 Fé ﬁ S0 F10
Vv 5240 V11340 1 V 198,70
S 4125 5162.25 ! S188.55
Fa F8 F12
v 6558 V 186,55 V21285
S 5440 S175,40 S201.70
) E3 ES5 E7 1l E9 E1
v 5525 V17528 Vv 189.25 V20325 V212,25
EUROPEQ S 6078 $180.75 S194.75 S 208.7% 522215
Norme B ) ’
E2 | E4 E6 E8 E 10 E12
v 4825 v 6225 V182,25 Vv 196.25 V21025 v 224,25,
& 53715 S 67175 S 187,18 $201.78 S$218.75 S 228,78
A C E G
\' 5375 V 8225 V184,25 V20125
S 5925 S 8175 S189.75 520675
ITALIANO |
Norme 8 B D F H
v 6225 V17575 V192,25 V21025
s sn15ff $180.75 $197.75 $215.75
|
1
B 1 B 3 IIBs B7 B9 B 11 13
v v v v \4 v v
. 4Se 56,75, 66.75| 84.75 94,74 04.75 214,79
o saszs s?zs nansz 9?25 15-25 211,29
INGLESE B 2 B4 B6 B8 10 1
Norme A v v Y v v v
5175 61,75 : 19.79 89,74 [EFE 09,74
s s s 3 s
ez 58.25 76.29 86,25 19625 06,28
625 625 819
405 528 (CCIR) (OIRT) 819 (Belgio)
Larghezza daila banda video (MHz) 3 4 5 [of 10,4 5
Canale pe,'éi':)w Canalg Psféarge
Larghezza del canale (MHz) 5 0 7 8 14 7 ide
Portante suono in relazione alla . 21 471,25 MHz| 44 |655.25 MHz
portante video (MHz) + 3.5 + 45 + 55 + 6 +11,15 +55 22 | 479,25 MHz | 45 | 663,25 MHz
. ) - | ) 23 | 48725 MHz'| 46 | 671,25 MHz
ortante Suono in relazione a 24 | 495.25 MH 47 167925 MHz
timite del canale (MHz) + 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 +"0..10 + 0,25 25 503.25 MHi 48 | 687.25 MHz
26 | 511,25 MHz | 49 | 69525 MHz
Frequenza di linea (Hz) 10.125 15.750 15‘6205 1552? 20.475 20.4705 27 519,25 MHz 50 | 703.25 MHz
, =01% = 005% =0.1% | 28 |527,25 MHz | 51 | 711,25 MHz
E di trama (H 50 00 50 50 50 50 29 {53525 MHz | 52 | 719,25 MHz
requenza di trama (Hz) 30 | 54325 MHz | 53 |727.25 MHz
Frequenza di quadro (Hz) 25 30 25 25 25 26 31 551,25 MHz | 54 | 735,25 MHz
Senso di modulazione del video positivo negativo negativo"® negativo positivo positivo gg gg?gg m:; gg ;g?;g m:;
Livello del nero come °k del vaiore 34 | 57525 MHz | 57 759,25 MHz
di cresta della portante 30 75 75 75 25 25 35 158325 MHz| 58 | 767,25 MHz
sivello minimo della portante 36 | 591,25 MHz | 59 | 775,25 MHz
i ini y H
come % delia cresta deila portante 10 < 15** 10* 10 min. <3 0-3 g; g?ggg m:: g? ;g?gg mH:
Modulazione de! suono AM FM FM® FM AM AM 40 | 623,25 MHz | 62 | 799,25 MH2
o 41 631,25 MHz | 63 | 807,25 MHz
Deviazione (KHz) =25 * 50 x50 42 639.25 MHz | 64 | 81525 MHz
Pre-enfasi (per usec) 5 50 50 50 43 | 647,25 MHz | 65 | 823,25 MHz
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